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電気電⼦⼯学科 オープンキャンパス

松浦研究室での研究内容

１年次から３年次までに学ぶ学科専門科目と
卒業研究で行う研究内容

松浦 秀治
電気電子工学科 教授

エレクトロニクス基礎研究所 所長
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電気電⼦⼯学科 オープンキャンパス

１年次で学ぶ「基礎電磁気学・演習」
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電気電⼦⼯学科 オープンキャンパス

２年次で学ぶ「半導体工学・演習」
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電気電⼦⼯学科 オープンキャンパス

３年次で学ぶ「半導体デバイス」

現在、最も使われているシリコン(Si)半導体での問題点

半導体を用いた、電子・光半導体デバイスの動作原理の説明
１．ダイオード
２．バイポーラトランジスタ
３．MOSFET(金属-絶縁体-半導体 電界効果トランジスタ）
４．太陽電池
５．発光デバイス（LED等)
６．レーザーダイオード
７．受光デバイス（固体カメラ等）

次世代半導体開発の必要性
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電気電⼦⼯学科 オープンキャンパス

４年次・大学院で行う、松浦研究室での研究

シリコン半導体の物理的限界を超えて、
省エネルギーのパワー半導体デバイスが可能な
シリコンカーバイド(SiC)半導体の基礎研究
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2020年7月営業運転される
N700S系新幹線に導入

p型SiC半導体の電気特性を
ホール効果測定を用いて研究

更なる省エネルギー化



8

電気電⼦⼯学科 オープンキャンパス

「低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト」
次世代半導体の電気特性の評価方法の開発
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（SIP [戦略的イノベーション創造プログラム]/次世代パワーエレクトロニクス）
（平成26年10月から平成31年3月）

「超高濃度Al添加4H-SiCの抵抗率及びHall係数の温度依存性の物理モデル」
科学研究費補助金（基盤研究(C)）独立行政法人・日本学術振興会
(2020年度～2022年度)

国からの研究補助

研究場所
大阪電気通信大学 エレクトロニクス基礎研究所




